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' Es wurde nun gefunden, daB sich mit einem Verfahren zur Einstellung der Sprungtemperatur, der
s Siattigungsstromdichte mit und ohne Magnetfeld und der Antsile normalleitender Phasen bei keramischen
40 Supraleitern mit Perowskit abgeleiteter Struktur durch Verinderung des Gehalts mindestens einer der
elektronegativen Komponenten im lonengitter des Supraleiters die Aufgabe l6sen [46t, wenn
(1) auf einer Seite eines ionenleitenden Substrats, dessen bewegliche lonensorte X"~ einer elektronegati-
ven Komponente X des Supraleiters entspricht, ein Supralsiter mit vom Perowskit abgeleiteter Struktur
aufgebracht und
45 (2) auf der freien Seite des Supraleiters ein elekironenleitender Kontakt und ein zweiter elekironenieiten-
der Kontakt an einer freien Seite des lonenleiters angebracht wird, sowie
{3) dann am elekironenleitenden Kontakt auf der Seite des lonenieiters das chemische Potential der
elektronegativen Komponente X vorgegeben wird und
(4) schiieBlich durch ein bis zum StromfluB Null dauerndes Anlegen einer konstanten Spannung der
50 Gehalt der elekironegativen Komponente X im lonengitter des Supraleiters eingestelit wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird beim erfindungsgeméBen Verfahren die Einsteliung
des Gehalts der elektronegativen Komponente X im lonengitter des Supraleiters auch durch einen konstan-
ten StromfluB Uber die beiden elektronenleitenden Kontakte eingestellt. Dieser StromfluB wird dabei im
aligemeinen solange aufrechterhalten, bis die stromlos meBbare Spannung zwischen den elektronenleiten-
s5 den Kontakten einen Wert annimmt, der dem gewdiinschten Gehalt der elektronegativen Komponente X
gemiB der fir die maximale Sprungtemperatur des Supraleiters vorgegebenen Zusammensetzung ent-

spricht. Dies wird Uber die stromlose Messung der Spannung bei kurzer Unterbrechung des Stroms
kontrolliert.
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In besonders vorteilhafter Weise 146t sich das chemische Potential durch das Aufbringen von P im
Gleichgewicht befindlichen festen Phasen mit N=P Komponenten auf das ionenleitende Substrat erzeugen,
s wobei eine der Komponenten der im ionenleitenden Substrat beweglichen Komponente entspricht. Wenn

40 diese Komponente Sauerstoff ist. wie beispielsweise im Falle des Zirkondioxids, so I&Bt sich dieses
chemische Potential durch das Gleichgewicht sines festen bindren Oxids mit dem entsprechenden reinen
Metall als zweiter Phase oder mit einem zweiten Oxid unterschiedlicher Wertigkeit erreichen. Entsprechen-
des gilt fiir Fluor als elektronegative Komponente. So eignen sich u.a. folgende zweiphasigen Systeme:
Fe/FeO, Ni/NiO, Cu/Cuz20, Cu20/Cu0, Ca/CaF,, Bi/BiFs.

45 Auf diese meist pldtichenfdrmige Anordnung aus ionenleitendem Substrat und darauf befindlichem
Supraleiter bzw. aus dem oben angegebenen zweiphasigen System, ionenleitendem Substrat und darauf
befindlichen Supraleiter werden nun beidseitig, d.h. sowohl auf der Seite des Substrats bzw. des zweiphasi-
gen Systems als auch auf der Seite des Supraleiters, sin Kontakt aus einem Elektronenleiter angebracht.
Dieser besteht Ublicherweise aus Platin, Gold oder Silber. Als Kontaktmaterial fiir den zweiten Kontakt, der

: 50 sich nicht am Supraleiter, sondern auf der Seite des konstanten chemischen Potentials der Komponente X
befindet, lassen sich auch andere Oxide mit Perowskit-Struktur, wie z.B. LaNiO;..;, verwenden.
Die nun an beide Kontakte anzulegende Spannung bewirkt in der beschriebenen Anordnung die
Einstellung des Gehalts der elektronegativen Komponente im lonengitter des Supraleiters und damit die
Einstellung der Sprungtemperatur. Sie bemiBt sich nach der Nernst'schen Gleichung. Danach ergibt sich die
55 Spannung oder Elekiromotorische Kraft (EMK)E, stromlos gemessen, nach
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chem cal kpfdk@néindabogaibch diefolet AbdSmpeanatiden von z.B. 200°C zu bewerkstelligen. Ein weiterer
Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daB damit die Regeneration von Supraleitern, deren Sprungtempe-
ratur, der Sittigungsstromdichte mit und ohne Magnetfeld und der Anteile normalleitender Phasen durch
Alterungsprozesse nicht mehr der Vorgabe entsprechen, ermdglicht wird. Generell gilt flr das erfindungsge-
35 miBe Verfahwen, da sich bei den Supraleitern mit vom Perowskit abgeleiteter Struktur die Sprungtempera-
tur, der Sittigungsstromdichte mit und ohne Magnetfeld und der Anteile normalleitender Phasen in weiten
Grenzen in dem flir das Material charakteristischen Bereich einstellen und auch regenerieren 148t
Zur beispielhaften Erlduterung des erfindungsgeméBen Verfahrens sei die Abbildung herangezogen. Sie
zeigt ein ionenleitendes Substrat 1, beispielsweise ein mit Y203 dotiertes ZrO2, auf dessen einer Seite der
w40 Supraleiter 2, beispielsweise der Formel YBa;CuszQy-;, und der elektronenleitende Kontakt 3 und auf
dessen anderer Seite das das chemische Potential der elektronegativen Komponente bildende Gemisch 4,
beispieisweise ein Cu/Cu,O-Gemisch, sowie darauf wieder ein elekironenleitender Kontakt 3' aufgebracht
ist. Durch Anlegen einer konstanten Spannung U an die Kontakte 3 und 3' mit der stromlios gemessenen
EMK E wird durch den Transport der elektronegativen Komponente X der Gehalt dieser Komponente im
45 Supraleiter 2 eingestelit.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Einstellen der Sprungtemperatur, der Sattigungsstromdichte mit und ohne Magnetfeld
50 und der Anteile normalleitender Phasen bei keramischen Supraleitern mit vom Perowskit abgeleiteter
Struktur durch Verdnderung des Gehalts mindestens einer der elekironegativen Komponenten im
lonengitter des Supraleiters, dadurch gekennzeichnet, da
(1) auf einer Seite eines ionenleitenden Substrats, dessen bewegliche lonensorte X"~ einer elektro-
negativen Komponente X des Supraleiters entspricht, ein Supraleiter mit vom Pearowskit abgeleiteter
55 Struktur aufgebracht und
(2) auf der freien Seite des Supraleiters ein elektronenlsitender Kontakt und ein zweiter elekironeniei-
tender Kontakt an siner freien Seite des lonenleiters angebracht wird, sowie
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ructure enved from perovski changt s content of one Or mare’ of the electronegative
components in the ion lattice of the superconductor, wheresin

{1) a superconductor having a structure derived from perovskute is applied to one side of an ion-
38 conducting substrate whaose mobile ion type X™ corresponds to an electronegative component X of

the superconductor and

(2) an electron-conducting contact is mounted on the free side of the superconductor and a second

electron-conducting contact is mounted on a free side of the ion conductor, and

(3) the chemical potential of the electronegatlve component X is then preset at the electron-

40 conducting contact on the ion conductor side and
(4) finally the content of the electronegative component X in the ion lattice of the superconductor is
adjusted by applying a constant voltage until the current flow reaches zero.

2. A method for adjusting the transition temperature, the saturation current density with and without a
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el ectr onegat ' \y?ﬁ uﬁg %&Ita g dt?éteur d'électrons est appliqué sur la face libre du supraconducteur et
un deuxiéme contact conducteur d'électrons est appliqué sur une face libre du conducteur d'ions, et

35 (3) le potentiel chimique du composant électronégatif X est ensuite predetermme sur le contact
conducteur d'électrons, sur la face du conducteur d'ions et
(4) enfin, la teneur du composant électronégatif X dans le réseau ionique du supraconducteur est
réglée au moyen d'un flux de courant constant.

Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le potentiel chimigue du composant
électronégatif X est produit au moyen d'une atmosphére de gaz résiduel constante ayant le composant
électronégatif X 2 titre de composant.

40

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le potentiel chimique du composant
45 électronégatif X est produit au moyen d'un mélange de P phases & N égal P composants, dont I'un est
le composant électronégatif X.
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